1. Puslaidininkinis šviesos šaltinis, apimantis:
- padėklą iš puslaidininkinės medžiagos,
- šviesą skleidžiantį sluoksniuotą darinį, užaugintą ant padėklo, kur sluoksniuotas darinys apima:
a) kvantinės duobės sluoksnį, pagamintą iš pirmosios puslaidininkinės medžiagos,
b) du apauginimo sluoksnius, išdėstytus iš abiejų kvantinės duobės sluoksnio pusių ir pagamintus iš antrosios puslaidininkinės medžiagos,
c) du barjero sluoksnius, išdėstytus, atitinkamai, ant minėtų apsauginių sluoksnių, pagamintus iš trečiosios puslaidininkinės medžiagos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
kvantinės duobės sluoksniai iš pirmosios medžiagos turi savyje bismuto atomų;
dviejų apauginimo sluoksnių iš antrosios medžiagos draustinių energijų juostos tarpas εg2 yra didesnis už tokį tarpą pirmojoje medžiagoje εg1, o laidumo juostos trūkis ∆Ec12 sandūroje su pirmąja medžiaga yra mažesnis už valentinės juostos trūkį ∆Ev12 ;
dviejų barjerų sluoksnių iš trečiosios medžiagos draustinių energijų juostos tarpas εg3 yra didesnis nei antrojoje medžiagoje, o laidumo juostos trūkis ∆Ec23 sandūroje su antrąja medžiaga yra didesnis už valentinės juostos trūkį ∆Ev23.

2. Puslaidininkinis šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
padėklas yra iš InP, pirmoji medžiaga yra GaInAsBi, antroji medžiaga yra GaInAs, o trečioji medžiaga yra AlInAs. 

3. Puslaidininkinis šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
padėklas yra iš GaAs, pirmoji medžiaga yra GaAsBi, antroji medžiaga yra GaAs, o trečioji medžiaga yra AlGaAs.
